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次世代エレクトロニクスのデバイス開発を目的と

したシリコンウエハへの加工評価を行うため、産業技

術総合研究所ナノプロセシング施設（NPF）の設備を

利用した。 

１．概要（Summary） 

本報告では、Fig. 1 に示すような、1 インチ角のチ

ップ片を 4インチ装置で着工するための必要な 4イン

チウエハトレイの作製について記述する。 
 

【利用した主な装置】 

２．実験（Experimental） 

多目的エッチング装置（技術代行）、 

マスクレス露光装置、触針式段差計 

 

【実験方法】 

（１） 4 インチウエハに、レジストを厚さ 30 μm 塗布

し、マスクレス露光機で、28 mm 角のパター

ンを描画し、現像及びベークを行った。 
（２） 多目的エッチング装置にて、Si エッチを行い、

触針式段差計で Si エッチした深さを測定し、

深さが 200 μm 以上になるまで、繰り返し Si
エッチを行った。 

（３） レジスト除去を行った。 
 

（１） レジストが厚いため、マスクレス露光機による露

光時間が約 6 時間以上を要した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

また、現像後のベークは、温度を急激にあげると、気

泡が発生するため、温度を多段階に上昇させてベー

クを行ったため、気泡は発生しなかった。 

（２） 多目的エッチング装置による Si エッチは、当初は、

Siエッチは深さが深くなるとエッチレートが上昇

するということであったが、今回は、エッチレー

トはほぼ一定であった。パターンサイズが大きい

ためと考えられる。 

（３） Si 深さの出来栄えはセンタ部：247 μm、エッジ

部：281 μm であった。レジスト除去前の深さが、

センタ部 259 μm、エッジ部：296 μm であったこ

とから、Si エッチ後のレジスト残り量は、12～15 
μm 程度であると推定される。 

 

Fig. 1 Image of chip tray. 
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